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Prufungsantrag gem. i 44 PatG ist gestellt 
@ Aniaga zur chamisdien Na&bahandlung 

@ Be\ einer Antage (20) zur chomtschen Na&bahandiung von 
Substraten (25) in sinem ein Behandlungtfluid (23) enthaJ- 
tanden BahBltar (21), mit einer Aushubvorrlchtung zum Qn- 
und Ausbnngen wanigstens elnes Sub strattrfl gers (17) und 
der Substrata (25) wtrd ain kontinuleriiches Au«- bzw. 
Qnheban dadurch arrelcht daB die Aushubvorrichtung 
• einen eraten TVansportschlitten fQr die Substrate {'XE) und 
elnen zw^ten Tranaportschlitten fOr den Subatrattrager (17) 
aufwetst 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betri^ eine Anlage zur 
diemischen Nafibehandhing von Substraten in einem 
ein Behandlungsfluid enthaltenden Behalter, mit einer 
Aushubvorricfatung ziim Ein- und Ausbringen wenig- 
stens eines Substrattr3gers und der Substrate, sowie ein 
lYocknungsveif ahren unter Verwendung dner derarti- 
gen Aushubvonichtung. 

Heutzutage weist eine automatiscfae Nafibank eine 
Rdhe voD Becken oder Tanks filr eine Abfolge cbemi- 
scher NaBprozesse auL Nadi AbschluB einer chemi- 
schen Proze£folge oder zwischen ProzeBschritten wer- 
den Substrate, zum Beispiel in einer Kassette angeord- 
nete Siliziumwafer, in ein SpQlbecken getaudit und an- 
scMeBend getrocknet 

Das Trodaien eines Substrats kann beispielsweise 
mittels einer Zentrifuge erfolgen, aber auch wahrend 
des langsamen Herausfahrens des Substrats aus dem 
Spfllbedcea 

Aus der BP 0 385 536 ist ein Trocknungsverf ahren be- 
kannt, bei dem zus&tzlich zum langsamen Herausfahren 
des Substrats aus einem Bad ein Dampf auf das Substrat 
angewendet wird. wobei der Dampf nicht auf dem Sub- 
strat kondensiert, jedoch in die Flflssigkeit diffundiert 
Am Fltissigkeits-Meniskus auf der St^stratoberfliche 
entsteht em Konzentrationsgradient und damit ein 
OberflAchenspannungsgradient, der eine FlQssigkeits- 
bewegung vom Substrat weg in die FlQssigkeit erzeugt 
und ein rOckstandsfreies Tirocknen des Substrats be- 
wirict Wahrend der diemischen Nafibehandhmg bzw. 
des SpQIens und des Trocknens werden die Substrate in 
TrSgem, auch Waf ericassetten genannt, in Schlitzen, die 
auf der Innenfl§che der SeitenwSnde der Kassette aus- 
gebildet sind, gehalten. Derartige StandardtrSger wei- 
sen insbesondere auch relativ groBe R&chen mit Kanten 
imd Edcen auf, so daB eine relativ groBe Menge an 
Qiemikalien von einem ProzeBtank in einen anderen 
bzw. von einem Bad in ein anderes Bad, verschleppt und 
der Trocknimgsvorgang ersdiwert vdrd. Die Kanten 
und groBen Fi^en der herkdmmHchen SubstrattrSger 
verl&ngem insbesondere auch die jeweiligen Remi- 
gungs-, SptU- und Trocknungsschritte w&hrend der Be- 
handlimg^ weil relativ viel FlQssigkeit an den Flidien, 
Kanten tmd Ecken haften bleibt, und das Freispiilen der 
Chemikalien umstlndlicher wird. Wenn der iV&ger je- 
doch keine seitlu^hen FQhrungen aufweist, fehlen auch 
seitlicfae FQhrungen fOr die Substrate wahrend des Aus- 
hubs. Bei den bekannten Vorrichtungen werden die seit- 
licben IVagerfOhrungen dazu benutzt, die Substrate 
wfthrend des Herausfahrens aus einem Bad zu haiten, 
um die Substrate beim Ausheben aus dem TYfiger vor 
dem Umf alien zu schQtzea 

Aus der JP 5-27 06 60 (A) ist eine Vorrichtung der 
eingangs genannten Art bekannt, bei der eine Aushub- 
vorrichtung mit einem lYansportschiitten zum Ein- und 
Ausbringen von Substraten und SubstrattrSger in und 
aus einem Beh£lter zur chemischen NaBbehandhmg 
vorgesehen ist Wie fan Falle des Aus- und Euibringens 
bei der aus der EP0385536 A bekannten Anordnung 
bleiben die Substrate im Tir^er, der zusammen mit dem 
Tr§ger ein- und ausgebracht wird 

Aus der US 52 99 901 ist ein Substrat-Handhabungs- 
gerat bekannt, bei der ein erster Transportschlitten i- 
nen Tr§ger fOr die Substrate und ein zweiter Transport- 
schiitten die Substrate in und aus dem lYSger bewegt 
Das Ein- und Ausbringen von Substraten bzw. Substrat- 
trigem aus einem Behalter fOr chemische NaBbehand- 
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lung von Substraten und die damit verbundenen Erf r- 
demisse und Schwieri^iten and in dieser Druckschrift 
nicht angesprodien. 
Aus der US 49 63 069 ist eine Substrat-Handhabungs- 

5 vorrichtung bekannt, bei der ein Substrat-Trflger mittels 
euier Hubvorrichtung auf und nieder bewegt wird und 
zusfitzlidi euie KoD^n-Zyiindexeinheit mit einer Ge- 
lenkverbindung zur Hubstange vorgesehen ist, um den 
Substrattrager aus der Hubbewegung heraus zu bewe- 

10 gen. 

Aus der DE34 25 267 C2 ist eine Vorrichtung zum 
Thmsportieren und individueQen Behandehi von Sub- 
straten bekannt, bei der die Substrate innerhalb des 
Substrattrdgers und aus diesem heraus angeboben wer- 
15 den. 

Die US34 93093 zdgt und bescfareibt eine lYans- 
port- und Handhabimgsvorrichtung, mit der Gegen- 
stande angehoben bzw. transportiert werden, bei der 
eine Steuerkurve eiogesetzt wird 

20 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anla- 
ge bzw. ein V^ahren fOr die chemische NaBbehand- 
lung; insbesondere fOr eine SpOiung und/oder Trock- 
nung zu schaffen bzw. anzugeben, bei der bzw. bei dem 
ein kontinuieriiches und sicheres Aus- bzw. Einheben 

25 der Substrate m5£^ch ist 

I^e gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
geldst daB die Aushubvorricbtung einen ersten Trans- 
portschlitten fOr die Substrate und einen zweiten Trans- 
portscfalinen fOr den Substrattrager aufweist, die fiber 

30 eine Gelenkverbindung untereinander verbunden sind. 
Dadurch ist eine getrennte Aushubsteuerung fOr die 
Substrate und den Substrattrfiger und damit eine opd- 
male Anpassung der Bewegungen an die ProzeBerfor- 
demisse mdglich. Eine derartige Verbindung mit der 

35 MdgUchkeit einer Relativbewegung der Schlittenzuein- 
ander fOhrt zu einer optimalen Anpassung der Bewe- 
gungen der beiden ScMtten und damit der Substrate 
und des Substrattragers. Die erfindungsgemaBen Merk- 
male und MaBnahmen ermdglichen das kontinuieriiche 

40 Herausfahren der IVager mit den darin enthaitenen 
Substraten und das nachfolgende Herausheben der 
Substrate aus dem Trager, ohne daB wahrend dieses 
gesamten Vorgangs dn Stillstand oder ein starices Ver- 
mindem der Geschwindif^eit der herauszufahrenden 

45 Trager insbesondere auch wahrend des Wechsels von 
der Bewegung des Tragers zur Bewegimg der Substrate 
relativ zum liager eintritt Bei der Behandlung von Tra- 
gern, insbesondere von Waf em ist es namlich sehr wich- 
tig, dafi ein Stillstand wahrend des Aushebens der Wafer 

50 aus dem Behandlungs-, SpQl- Oder Reinigungsbad mcht 
auftritt, weil andemfaOs bei Unterbrechen des Bewe- 
gungsvorgangs sich im Bereich des Obergangs aus der 
Flfissi^ceit in den Raum oberfaalb der Flfissig^eitsober- 
flache Partikd auf dem Wafer absetzen. Durdi den mit 

55 den erfindungsgemaBen MaBnahmen mdglichen Diffe- 
rentialhub zwiscfaen Trager und Substraten ist eine ste- 
dge, kontinuieriiche Bewegung der Substrate aus der 
FlQssigkeit heraus und insbesondere durch die Riissig- 
keitsoberfiadie hinweg mdglich. 

60 Vorteilhafte AusfQhningsformen der Erfindung sind 
ui den UnteransprOchen angegeben. 

Vorzugsweise ist der erste Transportsdilitten mit ei- 
ner Antriebsvorrichtung verbunden. Der zweite Trans- 
portschlitten wird dabei mcht selbststandig sondem nur 

G5 fiber den ersten Transportsdilitten angetrieben. 

GemaB ein r weiteren vorteilhaften AusfQhrungs- 
form der Erfindung weist die Gelenkverbindung zwei 
Schenkel aut wobd ein erster Schenkel mit dem ersten 
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TranspcHlsdiihten und in zweiter Schenkel mh dem 
zweiten Transportsdilitten gelenkig verbunden ist Die 
den Transportschlitten abgewandten Enden der Schen- 
kel sind Qber ein Stift drdibar verbunden. 

Vortcilhaftcrweise liuft ein vorstehender Bereidi des 
die beiden Schenkel verbindenden Sdfts an einer Steu- 
erkurve ab. Die Steuerkurve gibt dadurcb den Bewe- 
gungsablauf des Verbindungspunkts der beiden Sdien- 
kel vor. Durch eine geeignete Wahl der Steueitairve 
kann auf die Bew^vng der ersten und zweiten Trans- 
portsdilitten zusanunen, aber auch unabhangig vonem- 
ander Hziflufi genonunen werdea Dadurdi wird ein Dif- 
ferenzhub realisiert, der an^nglidi die Substratd^er 
und die Substrate gemdnsam in gleidier Geschwin^- 
keit bewegt und dann die Bewegung des SubstrattrS- 
gers anhaJt, w&hrend stch die Substrate weiter bewegen. 
Durch die Verbindung eines Substrattrflgers ohne seidi- 
die Fflhrungen, die auch unter der Bezeichnung "Low 
Mass Carrier* oder *1jOW Profile Carrier** bekannt sind, 
mit einem derartigen Differenzhubmedianismus entfal- 
len fest installierte Substrattrflgeraufnahmen im Behfil- 
ter, die fOr das Prozessieren von Standardcarriem erfor- 
derlicbsind. 

Vorteilhafterweise weist die Steuerkurve einen gera- 
den, parallel zur Bewegungsrichtung veriaufenden Ab- 
schnitt und einen sicb an den geraden Abschnitt an- 
schlieSenden Kurvenabschnitt ai^. 

GemfiB einer vorteilhaften AusfOhningsfomi vergr5- 
Bert sich der Abstand zwischen dem ersten und zweiten 
Transportschlitten, und damit zwischen den Substraten 
und dem SubstrattrSger, wenn der Stift auf dem Kur- 
venabschnitt ablftuft Durch die Vergr6Berung des Ab- 
stands zwischen den Substraten und den Substrattrft- 
gem werden die Substrate aus dem SubstrattrSger ge- 
hoben. 

Vorteilhafterweise ist die Form des Kurvenabschnitts 
so gew&hlt, daB sich der Abstand zwischen dem ersten 
und zweiten Transportschlitten stetig veigrdBert Da- 
durch ist eine konstante Aushubgeschwindigkeit der 
Substrate sicfaergestellt, so daB Th>cknungsflecken und 
Partikelanhliufungen an den Substraten aufgrund rude- 
artiger Bewegungen oder gar Stillstand ^dier vmnie- 
den werden. 

Vorzugswdse ist die Form des Kurvenabschnitts m 
seinem Endbereich so gewahlt daB der zweite Ttans- 
portscMtten alhndhlidi zum Stillstand kommt Der 
Punkt, an dem der zweite 'I>an^x>rtschlitten zum StiU- 
stand kommt, ist so gew&hh, dafi der zweite Transport- 
schlitten vorzugsweise dann zum Stillstand konmit, 
wenn die Substrate mit emer FQhrung auBerhalb des 
Substrattr^ers in Eingriff kommen, der Substrattrftger 
jedoch noch nicht mit den auBerhalb des Beckens vor- 
gesehenen SubstratfOhrungen koQidiert 

Vorteilhafterweise ist der erste Transportschlitten 
mit einer messerartigen Anhebevorrichtimg, auch "Mes- 
ser^ genannt, verbunden, der bzw. das die Substrate an 
einem Punkt unterstQtzt, so daB nur ein punktf6rmiger 
Kontakt stattfindet Dieser Kontakt des Substrats ver- 
Mt das Fluid zuletzt beim Herausfahren. Die Messer- 
form hat den Vorteil, daB an dieser Stelle auf den Sub- 
straten befindliches Fluid durdi die messerartige bzw. 
spitze F rm abgeleitet wird. Das "Messer" ist mit Ein- 
kerbungen versehen, die die Substrate vor dem Verrut- 
schenschfitzen. 

Bevorzugt rweis werden die messerartige Anhebe- 
vorrichtung und der Substrattrfiger mit gleidier Ge- 
sdiwindigkeit angehoben, wenn der Stift aus dem gera- 
den Abschnitt der Steuerkurve ablfiuft Dies ist dann der 



FaH wenn sidi die Substrate wShrend des Anhebens 
noch nn Substrattrfiger befinden. Der zweit Transport- 
schlitten kommt erst dann zum Stillstand, wenn die Sub- 
strate in FQhnmgen aufiertialb des Substrattrigers m 
5 Eingriffkommen. 

Falls eine Haube fiber dem Behfilter angeordnet ist, 
msbesondere bei einem Trocknungsvorgang, ist es be- 
sonders vortdlhaft, wenn die Ffihrungen innen an den 
Seitenwfinden der Haube ausgebildet sind Die Haube, 

10 die pximfir zur Abdeckung des Behfilters bzw. des Bek- 
kens vorgesehen ist, dient somit auch zur FQhrung der 
Substrate, wenn diese nicht in Emgriff mit dem Substrat- 
trSger stehen. Vorteilhafterweise ist an der Deckwand 
der Haube eine Diffusorplatte angeordnet um eine Iso- 

15 propyialkohol (IPAyNr Atmosphfire zur Verbesserung 
des Trocknungsvorgangs zu erzeugen. 

Vorteilhafterweise weist die erftndungsgemfiBe Aus- 
hubvorrichtung zusfitzlich einen Ids- und arretierbaren 
Klinkmechanismus auf, der den ersten und zweiten 

20 Transportschlitten starr miteinander verbmdeL Die 
starre Verbindung zwischen dem ersten und zweiten 
Transportsdilitten, entspricht der Bewegung des Sdfts 
der Gelenkverbindung auf dem paralld zur Bewegungs- 
riditung veriaufenden Abschnitt der Steuerioirve. Bei 

25 verriegeltem Klinkmedianismus ist der Substrattrfiger 
mit den Substraten vollstfindig aus dem Behfiher aus- 
hebbar, beispielsweise dann, wenn sich die Obergabepo- 
sition des Substratti^ers im oberen Beckenbereidi be- 
findet, und insbesondere wenn der Substrattrfiger mit 

30 den Substraten in das Becken ein- oder aus dem Becken 
ausgebracbt werden soil Vorzugsweise ist ein Zylinder 
vorgesehen, der den Klinkmechanismus ffir eine einfa- 
che Steuerung ent- imd/oder verriegeh, msbescmdere 
bei Verwendung der Ankige als Modul eines automa- 

35 tisdi zu beladenden Systems. Durch den Idsbaren Klink- 
mechanismus wird gewfihrleistet, daB die Transport- 
sdilitten gemeinsam zum Be- bzw. Entladen in die obere 
Position fahren kdnnen, jedodi audi zum Ausheben der 
Substrate aus dem Substrattrfiger getrennt werden kdn- 

40 nen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt weiterhin die Auf- 
gabe zugrunde* die Ausbeute bei der Herstellung von 
Halbleitercfaips und/oder Wafem bzw. mit den zuvor 
beschriebenen Vorrichtungen weiter zu ertidhen, den 

45 Verfahrensablauf wdter zu vereinfachea und die Ferti- 
gungsqualitfit zu verbessem. 

Diese Aufgabe wird im Zusammenhang mit den zu- 
vor genannten Vorrichtungen oder Anlagen erfindungs- 
gemfiB dadurch gddst, dafi eine Haube fiber dem Bek- 

50 ken vorgesehen ist, und daB die Haube eine Tropf- 
schutzvorrichtung aufweist Insbesondere dann, wenn 
wenigstens zwd Bedcen zur Behandlung von Substra- 
ten nebenemander angeordnet sind, tritt bei den her- 
kOmmllchen Vorrichtungen der Nachteil auf, daB beim 

55 ^nsetzen oder Ausfahren nasser Substrate und/oder 
Substrattrfiger Tropfen auf die Hauben benachbarter 
Behandlungsbecken faUen. Wenn daraufhin die Haube 
fiber den Bedcen verfahren wird, um beispielsweise im 
Becken abgetrocknete Substrate und/oder Substrathal- 

60 ter aus dem Becken zu enmehmen, ist die Gefahr groB, 
daB Tropfen setthch an der Haube ablaufen und auf die 
. jeweils trockenen Substrate fallen. Dieser Nachteil wird 
durdi die erfindungsgemfiBe MaBnahme, an der Haube 
ein 'nopfschutzvorrichtungvorzusebeabehobea 

65 Vorzugsweise ist die Tropfschutzhaube eine Abtropf- 
platte, die entweder auf der Oberseite der Haube ange- 
ordnet oder in Form eines Kragens um die Haube her- 
um angebracht bzw. ausg biklet ist Die Anordnung der 
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Abtrop^latte bzw. des Kragens hSngt im wesendidien lage ist eine lonisati nsemhditUDg im Dampfbereich 
von der rfliimlichen Situation ab und wird entsprediend vorgesehen, wobei di I nisationseinrichtung vorzugs- 
dem vorfaandenen Platz gew&hlt weise wenigstens einen lonisierungsstab an wenigstens 

Gem^einer sehrvorteilhahenAusfQhnmgsfbrinder etner Innenwand der Haube aufweist Vorzugswetse 
Erfindung steht die Platte bzw. der Kragen Qber die 5 umfaBt die lonisierungseinrichtung wenigstens eine Ge- 
Haubenabmessungen hinweg vor» wobei gem§6 iner genelektrode, die vorteilhafterweis ebenfalls an einer 
besonders vorteilhaften AusfOhrungsform der Erfin- Innenwand der Haube in ein mgew&hltenAbstandzum 
dung die Abtroplplatte und/oder der Kragen zu deijeni- lonisierungstab bzw. zu den lonisierungstgben angeord- 
gen Seite der Haube schrflg nach unten weist» in die die net ist Die Gegendektrode liegt vorzugsweise an Mas- 
Haube bei Offnen des Bedcens verschoben wird Auf 10 se bzw. am A^chluB einer Hochspannungsquelle, mit 
diese Weise ist dchergesteDt, dafi auf der Seite der Hau- derem anderen Anschhifi der lonisierungsstab verbun- 
be» die Qber das offene Bedcen hinw^eitet, keine FlOs- den ist 

sigkeit ablaufen und ins Bedcen tropfen kann, weil die Der lonisierungsstab ist vorzugsweise mit einer 
Abtropfpiatte bzw. der Kragen Qber die Sdtenwandung Hodispannung von 5 bis 25 kV und vorzugsweise von 
der Haube hinausragt und von der Sdtenwand bzw. von 15 lObislSkYbeaufsdilagt 

der Haubenobersdte nadi oben weist und daher FHis- GemlB einer vorteilhaften AusfOhrungsform der Er- 
sigkeit nidit abtropfen kann. Die auf die Haube gelan- findung ist die Hodispamiung gepulst Die Pulse weisen 
gende FlOssi^dt bzw. die an den SeitenflSdien bis zum vorzugsweise eine Impulsdauer von 1 bis 100 ms und 
Kragen ablaufenden Tropfen werden Qber die Abtropf- vorzugsweise 10 bis 40 ms auL Vorteilhafterweise ist das 
plane bzw. den Kragen sdu^ auf die Seite der Haube 20 TastverfaSltnisder Impulse imBereidi von 1 :8bis 1 : 12 
gefOhrt die beim Offoen und SdilieBen des Bedcens und vorzugsweise etwal :10l 

nichtilber das offene Bedcen gelangt ^e Verbesserung der Fertigungsqualitat wild bei 

Gem&fi einer weiteren AusfOhrungsform der Erfin- den zuvor genannten Anlagen audi dadurdi erreidit, 
dung ist Ober dem Rand des Bedcens, Ober die die Hau- dafi wenigstens eine Mefisonde zur Oberwachung der 
be nidit verschoben wird, am Becken erne Bedcenrand- 25 Gaskonzentration, der Gasgemisdi-Anteile und/oder 
AbtropfsdirSgeangebradit, die verhindert, dafi Flflssig- des Gas- bzw. Gasgemisdigehalts im Dampfbereidi 
keit von oben auf den Beckenrand tropfen imd diesen vorgesehen ist Vorzugsweise werden die von der Mefi- 
verunreinigen bzw. wieder benetzten kann. wenn bei- sonde ermittelten Mefiwerte zur Steuerung bzw. Rege- 
spielsweise Substrate und Substrathalter Ober diesen lung der Gaskonzentration, der Gasgemisdi-Anteile 
Bereich transportiert werden. 30 und/oder des Gas- bzw. Gasgemisdigehalts im Dampf- 

Die gesteUte Aufgabe wird bd den zuvor genannten raum herangezogen. Auf diese Weise ist es mdglich, 
Vorrichtungen und Anlagen audi daduidi gdOst» dafi Ober den gesamten Fertigungs- und BehandluAgsablauf 
das Bedcen eine Reinigungs5ffnung aufweist Bd der opdmale Verhflltnisse im Dampfbereidi aufredit zu er- 
Behandlimg von Substraten, insbesondere Wafem, im halten, so dafi eine hohe Fertigungsqualitat und gerin- 
Becken kommt es wahrend der Behandlung Oder wah- as gerAussdiufigewahrleistetist 
rend der Manipulation der Wafer vor, dafi diese bredien Die Ferdgungsqualitat win! gemafi emer weiteren er- 
oder Telle davon abbredien, die danadi im Bedcen ver- findungsgem§fien AusfOhrungsform der zuvor genann- 
bleiben. Dicsc ROckstflnde mufiten aufwendig von oben ten Vorriditungen audi dadurdi erreidit, dafi in einer 
entfemt werden. Durdi die erfindungsgemdfieMafinah- Leitung Qber die das Behandlungsfluid abfliefit, ein 
me, das Bedcen mit einer Reinigungsdfoung zu verse- 40 Flowmeter zur Ermittlung der Durdiflufimenge des Be- 
hen, ist das Entfemen von ROdcstSnden oder zerbrodie- handlungsfuids angeordnet ist Dadurdi ist es moglidi, 
nen Wafem wesentlidi einfadier. Dazu ist die Reini- abweidiende Durdiflufimengen sdmell festzustellen 
gungsdffhung vorteilhafterweise mit einem abnehmba- und/oder die vom Flowmeter ermittelten Mefiwerte zur 
ren, vorzugsweise absdiraubbaren Flansdi abgesdilos- Steuerung bzw. Regelung der ein- und/oder ausstr6- 
sen,wobd die Reinigungsdfhiung vorteilhafterweise an 45 menden Fluidmenge heranzuziehen. In der Zu- und/ 
einer Seite des Bedcens am oder nahe dem Beckenbo- oder Abflufildtung ist dazu vorzugsweise ein Ventil, 
den vorgesehen ist Dadurdi ist ein direkter Zugriff zu insbesondere ein von einem Motor gesteuertes Ventil 
den ROckstanden und Waf^brudistOdce im Tank vorgesehen, wobei der Motor bzw. das Ventil m Abhfln- 
sdmell und unkompliziert rndglidt gi^ceit von den Mefiwerten des Rowmeters gesteuert 

Die gesteUte Aufgabe wutl bei den zuvor genannten 50 bzw. geregelt wird 
Anlagen audi dadurdi geldst, dafi im Dampfbereidi d- Bd den zuvor besdiriebenen Anlagen werden die 
ne lonisation zum Verhindem statischer Aufladungen Fertigungskosten er&idungsgemafi dadurdi kleln ge- 
vorgesehen ist Im Dampfbereidi und insbesondere halten, dafi das aus dem Bedcen ausstrdmende Behand- 
audi durdi die AbtropfvorgSnge und fliefienden Be- lungsfluid in einer Wiederaufberdtungsanlage wieder- 
handlungsfluicls,wiede$tilliertesWasserusw,entstehen 5s aufbereitet wird. Dies verringert nidit nur die Herstel- 
im Behandlungsraum oberhalb der Wasserfladie bzw. m lungskosten sondem dient audi der UmweltvertrSglidi- 
der das Bedcen nadi oben absdiliefienden Haube lonen, keit des Verfahrens. Das wiederaufberdtete Fluid wird 
die zu einer statisdien Aufladung fOhren und Besdiadi- vorzugsweise im Fluidbecken wieder verwendet Das 
gungen an den Substraten verursadien. Durdi die stati- gesamte wiederaufbereitete Huid oder ein Teil hiervon 
sdie Aufladung werden teilweise sehr hohe statisdie go kann nadi der Wiederaufberdtung audi in die Braudi- 
Spannungen aufgebaut, die zu Durdibrfldien fOhren wasserableitung abgelassen werdea I^es ist insbeson- 
und audi dadurdi die Substrate beschadigen. Durdi Er- dere dann von Vorteil, wenn das Fluid etwa bei einem 
zeugen von lonen werden die statisdien Aufladungen Trocknungsv^ahren von Substraten destiUiertes Was- 
abgebaut imd es sind keine Besdiadigungen der Wafer ser ist, das nadi der Aufbereitung probleml s in das 
mehr durdi statisdie Aufladungen mdglidL Im Dampf- es kommunaleAbwassersystemeingdeitet werden kann. 
bereich befindet sidi vorzugsweis Stickstoff und/oder Bevorzugterweise wird die erfindungsgemafie Aus- 
IsopropylalkohoL hubvorriditung bei einem Trodcnungsveif ahren einge- 

Gemafi emer vorteilhaften AusfOhrungsform der An- setzt Dabei werden di Substrate aus inem SpOlfhiid 
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ausgehoben und der Substrathaher im Becken belassen. beim Aushub Ober die Gelenkverbindimg 4 den zwdten 

Anscfaliefiend wird dor Fluidspiegel unter den Substrat- Tk^nsportschlitten 3 auf einer FQhningssdiiene 10 mit 

halter abgesenkt. was beispielsweise durdi Offnen eines nadi oben. Dabei Eitft der Stift 7 eine Steueiicurve 11 

Abllusses bewirkt wird. Anschliefiend werden die ge- abpdieausein mgeradenAbschnittl2undeinemknun- 

trockneten Substrate zurOck in den ebenf alls trockenen 5 men Kurvenabsdimtt 13 bestefat 

Substrathalter abgesoikt Dl IVocknung der Substrate Bew^ sich der Stift 7 auf dem gerad n Abschnitt 12, 

geschieht also wShrend des Ausbringens der Substrate so bikiet di Gelenkverbindung 4 im wesentlidien eine 

aus einem Becken, wSbrend der Substrattrdger durcfa starre Verbindung zwischra dem ersten tmd zweiten 

das Absenken des FlQssi^eitsspiegels des SpQlfluids ge- Transportschlitten 2; 3. In diesem Zustand wird der Sub- 

trocknetwird. 10 strattrSger 17 mit den darin befxndlichen Wafem 25 an- 

Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten und Vortei- gehoben, w3hrend die messerartige Anhebevorrichtung 

le derselben wird bzw. woden nachfolgend anhand von 16 noch nicfat an den Waf em 25 anliegt Ab Beginn des 

AusfQhrungsbei^ielen unter Bezugnahme auf die Kurvenabschnitts 13derSteueiiairve 11 wirdder zwei- 

Zeichnungen erl^utert Es zeigen te Transportschlitten 3 allmahltch langsamer als der er- 

Fig. 1 eine Anskht der RQdcseite einer AusfOhrungs- 15 ste Thmsportschlitten 2. Dadurch kommt die mess^^- 

form einer Aushubvorrichtung fur eine erfindungsge- tige Anhebevorrichtung 16 in BerOhrung mit den Wa- 

mftfie Trockungsanlage; fern 25 und hebt diese an und aus den Halterungen des 

Fig. 2 eine Seiten^i^cht der Aushubvorrichtung ge- Substrattr^gers 17 heraus. Zu diesem Zeitpunkt werden 

m^derFlg. 1; die Wafer ^jedochbereits in FQhrungen 39 einer Hau- 

F^ 3 eine Quersdinittsansicbt der Trocknungsanla- 20 be 22 gehalten, wie dies aus der nadifolgenden noch zu 

ge zur chemischen Nafibehandlung und gleichzeitig ei- beschreibenden Fig. 5 ersichtlidi ist Der TVansport- 

nen ersten Schritt eines erfindungsgem3Ben Trock- schlitten 3 kommt dabd jedoch nicht voUstSndig zum 

nungsvorgangs; Stillstand, sondem Ifluft entsprediend der Kurvenform 

F^. 4 einen zweiten Schritt eines erfindungsgemaBen des Kurvenabsduutts 13 der Bewegung des ersten 

Trocknungsvorgangs; ^ Transportsdilittens 2 nach, da die Sch^kei 5, 6 die 

Fig. 5 einen dritten Schritt eines erfindungsgemSBen Mdi^chkeit haben, dch um den Sdft zu drehen und 

Trocknungsvorgangs; dachirch ihren Winkel zueinander kontinuierlidi zu ver- 

Fig. 6 einen vierten Schritt eines erfindungsgemUBen gr5BmL Der Zdtpunkt des Stillstands des zweiten 

Troc^ungsvorgangs; Transportsdilittens 3 ist dann erreidit, wenn der Stift 7 

Fig. 7 einen fOinften Schritt eines erfindungsgem§Ben 30 an dner Stelle des Kurvenabschnitts 13 gelangt ist, an 

Trocknungsvorgangs; der er in dnen Kreisbogen ilbergeht» dessen Radius dem 

Fig. 8 einen sechsten Schritt eines erfindungsgemd- Abstand zwischen Stiftachse und der Drehadise des 

Ben Trodmungsvorgangs; Verbindungspunktes zwischen dem zweiten Schenkel 6 

Fig. 9 dnen siebten Schritt eines erfindungsgem&Ben und dem zweiten Transportsdilitten 3 entspricht Das 

Trocknungsvorgangs; 3S Eigengewicht des Transportschlitten 3 bewirkt dabd 

Fig. 10 dnen achten Schritt eines erfoidungsgem&Ben den Sdllstand. 
Trocknungsvorgangs Der Radius des Berddis des Kurvenabschnitts 13, der 
Fig. 11 eine AusfOhrungsform der erfindungsgem^- sich zwisdien dem geraden Abschnitt 12 und dem Still- 
Ben Vorrichtung in sdiematischer DarsteUung mit einer standspunkt des Kurvenabschnitts 13 befinde^ 1st dabd 
Abtrop^latte fiber der Haube 40 grdBer als der Radius des Berdchs des Kurvenab- 

Fig. 12 eine weitere Ausfiihrungsfonn der erfindungs- sdmitts 13 nach dem Stillstandspunkt 

gem&fien Vorrichtung mit dner Th>pfschutzvorrich- In den 3 bis 10 ist der Ablauf eines Trocknungs- 

tung in Form eines um eine Haube henim angeordneten verfahrens unter Verwendung der dort nidit dargestell- 

Kragens; ten Aushubvorrichtung 1 wi^ergegeben. In den Fig. 3 

Fig. 13 die AusfOhnmgsform gemftB Fig. 12 in Auf- 45 bis 10 bezdchnen i^ddie Bezugszeichen g^eiche ELe- 

sicfat; mente. 

Fig. 14 eine Sdtenax^icht einer Ausfuhrungsform der GemiB Fig. 3 weist die erfindungsgema&e Anlage 20 

erfindungsgendBen Vorrichtung mit dner Rdnigungs- ein Becken oder dnen BehSlter 21 au^ fiber den sdtlich 

d^ung un Becken; eine Haube 22 gesdioben wird. Inneriialb des Beckens 

Fig. 15 einen schematischen Querschnitt entlang der 50 21 ist die von dem Substratarin 14 getragene messerard- 

in Fi^ 14 eingezeichneten Schnittlinie M und ge Anhebevorrichtung 16 sidttbar. 

Fig. 16 eine Ausf&hrungsfonn der Haube mit einer Ein SubstrattrSger 17 mit darin angeordneten Wafem 

lonisadonseinrichtunginschematischer DarsteUung. 25 wird von einem AnlagenhSndler 24 auf die in ihrer 

In den Fig. 1 und 2 ist eine Aushubvorriditung 1 einer unteren EndsteUung befindliche Aushubvorrichtung 1 

erfindungsgem^ra Anlage 20 zur Trocknung von Wa- 55 aufgesetzt Ein Spillfluid 23 strdmt von unten in das 

fern 25 entsprechend Fig. 3 dargestellt Die Aushubvor- Becken 23 und strOmt Ober eine Oberlaufkante 28 m ein 

richumg 1 weist einen ersten Transportsdilitten 2 mit SuBeres Oberlaufbecken 29. Da sich die Aushubvorrich- 

einem TrSgerarm 14 fOr dne messerartige Anhebevor- tung 1 in ihrer unteren EndsteUung be&idet, sind die 

riditung 16 und emen zweiten Transportsdilitten 3 mit Wafer 25 voUst^dig in das Spfilfluid 23 eingetaudit 

einem Tr&gerarm 15 fOr den Substrattrfiger 17 auf, die go Der Substrattriger 17 besttzt zwei paraDd angeord- 

durdi eine Gdenkverbindung 4 mitdnander verbunden nete Sdtenplatten, von denen in der Ansicht der Fig. 3 

sind Die Gdenkverbindung 4 umfaBt dnen ersten nur eine Sdt^platte 30 ericennbar ist Zwischen den 

Schenkel 5 und einen zweiten Schenkel 6>, der mit dem Sdtenplatten sind vier Stfibe 31, 3% 33, 34 mit Quer- 

ersten Transportschlitten 2 bzw. mit dem zwdten schUtzen fOr di Aufnahm der Wafer 25 angebracht 

TransportscfaUtt n 3 gdenkig verbunden ist Di beiden gs Einzdh iten eines d rartigen audi als "Low Mass Car- 

Schenkel 5, 6 stehen fiber einen Sdft 7 mitdnander in rier^ bezeichn ten Substrattrflgers sind in der nidit vor- 

Verbindung. Der erste Transportschlitten 2 wird von verdffentUchten deutschen C^enlegungsschrift 44 28 

einem (nicht gezdgten) Motor angetrieben und zieht 169 beschrieben, di zum Inhalt dieser Beschreibung 
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gemacfatwinium Wiedertioliingenzu verm iden. Substrate 25. Die Wafer 25 haben den hdchsten Punkt 

Bin Gas wild von obcn m die Haub 22 geleitet und ihrer Bewegung erreicht und sind voDstindig uber den 

tritt fiber die Ol>eriaul5%ungen des Beckens aus dem Flflssigk itsspiegel 27 h rausgehoben. Um di Substrat- 

'nxx^knungsraumaus. trSger 17 zu trocknen, wird der FlQssi^ceitsspiegel 

Die Einleitung des fOr die ThxJcnung verwendeten 5 durch Offoen eines Ablates gesenkt Die Wafer 25 und 

Gases erfolgt Qber ein L&ngsrohr inneiimlb des oberen die SubstrattrSger 17 befinden sich dann in der IPA/ 

Deckeibereidis der Haube 22. Die zwischen dem Lings- Nr Atmosphere befinden. 

rt>hr und dem Deckelinnenvolumen angeordnete Diffu- In Fig. 9 ist der Hiissigkeitsspiegel 27 des Spiilfhiids 

sorplatte besitzt ein definiertes Lochbild, das eine 23 unter den Substrattriger 17 abgesunken. Inzwischen 

gleichm§6ige Gasverteilung Qber die Breite und LSnge 10 wurde der anhand der F|g. 4 bis 7 beschriebene Bewegs- 

des Deckes bewirkt Wenn gleichzeidg mehrere Sub- vorgang in umgekebrter Reihenfolge durdigefOhrt, so 

strattrSger 17 in einer IVocknungsanlage 20 prozessiert daB sich der Substratarm 14 und der Substratd^erarm 

werden, befinden sich vorzugsweise im Dedcel an den 15 wieder in ihren unteren Endstelhmgen befinden. Die 

Rt)ntseiten der Waferpakete jeweils lYennwande, die Wafer 25 und der SubstrattrSger 17 skid dann getrock- 

dafOr sorgen, daB in der Haube 22 fOr die einzeMen 15 net 

Waferpakete eine gleichmiBtge Verteihmg des Gases, Gem&B Fig. 10 wird die Haube 22 seitlich verscboben, 

vorzugsweise eines IPA/N2-Gemisdies fOr den gesam- so daB der SubstrattrSger 17 mit den Wafem 25 durch 

ten Raum garantiert wird. AndemfaUs kdnnten sich un- den Anlagenhandler 24 aus dem Behalter 21 entfembar 

terschiedlidie Strdmungs-Verhiltnisse ergeben» so daB ist 

emzelne Wafer 25 der Pakete unterschiedlidie Trock- 20 Bei der in Fig. 1 1 daigesteUten AusfOhrungsform ei- 

nuQgsergebnisse aufweisen. Zur FQhrung der Wafer 25 ner Vorriditung zum chemisdien Behandehi von Sub- 

sind an gegenOberliegenden Innenseitenflichen Ftih- straten ist Qber einer oberen Wandung 41 einer Haube 

rungssdilitze 39 ausgebildet Die Ffihnmgsschlitze 39 in 42 eine Trophchutzeinrichtung in Form einer Abtropf- 

der Haube 22 sind um etwa 5 Grad geneigt Entspre- piatte 43 vorgesehen, die in einem Winkel von beispiels- 

chend werden die Substrattriger 17 mit dem gleidien 25 weise 5^ zur oberen Wand 41 der Haube 42 angebracht 

Neigungswinkel in das Becken 21 abgesenkt Dadurch ist Die Abdeckplatte 43 ragt mit ihren seitlichen Enden 

ist die Uige der Wafer 25 wihrend des gesamten Trock- 44» 45 Ober die Seitenwinde 46^ 47 der Haube 42 hinaus. 

nungsprozesses defouert und die Trocknung des Sub- Insbesondere dann, wenn mindestens zwei Behand- 

strattrigers wird ebenf alls verbessert lungsbecken nebeneinander angeordnet sind, werden 

Die Darstellung der erfindungsgem^en Anlage ge- 30 behandelte, mit FlOssigkeit benetzte Substrate bzw. 

mfiB Fig. 4 unterscheidet sich von der in Fig. 3 lediglich Substrattr&ger Qber die Haube 42 transportiert, so dafi 

dadurch, daB die Haube 22 Qber das Becken 21 gefahren nicht vermieden werden kann, daB RQssigkeit auf die 

ist Danach wird der Substrattr&ger 17 mit dem Wafer Haube 42 bzw. gemSB der vorli^^nden Erfindung auf 

25 angehoben. die Abtropfplatte 43 tropft Ohne Vorhandensein der 

Dabei l^uft der Stift 7 durch den Antrieb des ersten 35 Abtropfplatte 43 wQrde (tiese FlQssigkeit an den Seiten 

lYansportschiittens 2 auf dem geraden Abschnitt 12 der 46, 47 der Haube 42 als IVopfen abflieBen und bd Off- 

Steuerkurvellab. nen der Haube 42 beispielsweise durch Versdiieben 

In Fig. 5 ist der Punkt der Bewegung erreicht. an dem nach links insbesondere von der Sdtenwand 47 in ein 

der Stift 7 den geraden Abschnitt 12 der Steuerkurve 1 1 lediglidi sdiematisch dargestelltes Becken 48 tropf en, in 

verl&Bt und den Kurvenabschnitt 13 der Steuerkurve 11 40 dem sich ein anderes BehandlungsBuid oder bereits ge- 

abzulaufen beginnt Die Form und GrdBe der Steuer- trocknete Substrate und/oder Substrattr9ger befindet 

kurve 11 ist d^rart ausgebildet, dafi dieser Punkt dann bzw. befinden, so daB das BehandlungsHuid verunreinigt 

erreicht wird, wenn die Wafer 25 mit den seitlichen FOh- . wird bzw. (Me bereits trodcenen Substrate oder Sub- 

rungen 39 in der Haube 22 in Emgriff kommea so dafi strattrflger wieder naB werden. Die dadurch entstehen- 

der Substrattrfiger 17 nicht mehr zur FQhrung der Wa- 45 den Naditeile, wie beispielsweise hlufigeres Auswecfa- 

f er 25 ben&tigt wird. Die Wafer 25 werden danach durdi seb des Behandlungsfluids oder AussdiuB durch wieder 

die messerartigeAusbebevorrichtung 16 angehoben. mit FlQsagkeit benetzte Wafer werden erfindungsge- 

Nach dem Ausfahren der Wafer 25 aus dem SpQlfluid mdB mit der vorgesehenen Abtrop^latte 43 vermieden. 

23 werden die Wafer 25 getrocknet Der Tirodoiungs- . Die Abtropfplatte 43 verfaindert ein Herunterlaufen von 

vorgang wird durch die IPA/Nr-Atmosph&re oberhalb 50 Tropfen an den Seitenflfichen 46^ 47 der Haube 42 und 

des BehShers 21 unterstQtzt, da sich das Gas mit dem insbNcsondere auch an der Seitenfkche 47, die etwa beim 

SpQlfluid 23 auf den Substraten 25 mischt und durch dai Verfahren der Haube 42 nadi links zur O^ung des . 

Gradienten in den Oberflichenspannungskraften ver- Beck^ 48 Qber das offene Becken 48 gdangt Durch 

hindert wird, daB &n FlQssigkeit^Bhn auf dem Substrat die schr^ Anordnung der Abtropfplatte 43 in Rich- 

25 verbleibt 55 tung derjenigen Seite nadi unten. in die die Haube 42 

GemdB Fig. 6 bleibt der Substrattriger 17 langsam verfahren wird, liuft bzw. tropft die FlQssigkeit von der 

gegenOber der messerartigen Aushebevorrichtung 16 Abtropfplatte 43 auBeriialb des Beckenbereidis ab und 

zurildc Dadurch Qbemimmt die messerartige Aushebe- gelangt daher nicht in das Bedcen 48. 

vorrichtimg 16 das weitere Ausheben der Wafer 25 aus Bei der dargestellten AusfQhrungsform ist auf der Sei- 

demBehfliter21. 60 te des Beckens 48; Qber die die Haube 42 beim Offnen 

In Fig. 7 ist die Stellung des Substrattrigers 17 ge- des Bedcens nicht bewegt wird, eine zusfttzliche Bek- 

zeigt, in der dieser voUstfindig stehen bleibt imd sich niu* kenwand-Abtropfechrige 49 Qber cQesem Bedcenrand 

nodi die messerartige Aushebevorrichtung 16 nadi 50 am Bedcen befestigt, Qber die die von oben auf die 

oben bewegt Dadurch wird der SubstrattrSger 17 nidit Abtropfsdirige 49 tropfende FlQssi^it abgeleitet 

an di FQhrungen 39 der Haube 22 gedrQckt, was an- g5 wird und den B^^nrand 50 nicht errddit 

demfalls zu einer Beschftdigung der FQhrungen und ei- Die in den Fig. 12 und 13 dargestellte AusfQhrungs- 

ner ZerstOning des Substrattr§gers 17 fQhren wQrde. form unterscheidet sich von der m Fig. 1 1 dargestellten 

Fig. 8 zeigt das Ende des Trocknungsvorgangs der Ausbikiung im wesentiichen lediglich dadurch, daB die 
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AbtropfechutzvonichtungindiescmFaU inFonneinK . 
Kragens 61 au^bfldet ist, der im Bereich zumindest 
der Seitenwande 46 und 47 der Haube 42 um die Haube 
42 henixn oder zumindest im Bereidi der Sdtenwande 
46, 47 angeoidnet tst Durdi die flberstehraden Berdcfae 5 
62; 63 des Kragens 61 ist wiedenim in entsprechender 
Weise,wiediesanhandvonFlg.ll im inzelnen ausge- 
fOhrt wuitie, gewfihrleistet, daB beim Offaen des Bek- 
kens 48 duni Verscfaieben der Haube 42 in der Zd- 
chenebene nach links FlQssigkeit, die von oben auf die to 
Haube 2 gelangt, nicht an den Seitenwflnden 46, 47 ent- 
lang nadi unten in das offene Becken 48 abtropf en kann. 
Die in Rg. 12 dargestellte Beckenrandschrage 49 ent- 
spricht derjenigen von Fig. 1 und hat auch dieseibe 
Funktion. 15 

Bei der in den Fig. 14 und 15 dargestellten Ausfiih- 
rungsfonn des Beckens 71 ist an seiner schmalen Seite 
72 ein Reinigungsloch 73 vorgesehen, das am unteren 
Ende in der Nfihe des Beckenbodens ausgeschnitten isL 

Wie insbesondere anhand von F|g. IS ersichtlich ist, 20 
ist das Reinigungslodi 73 mit einem abnehmbaren 
Flansch 74 versdilossen und fiber Schrauben 75 am Bek- 
ken 71 befestigt Zwisdien dem Flansch 74 und dem 
Becken 71 tst bei der dargestellten AusfOhningsform 
weiterhin ein Zwischenflanscb 76 vorgesehen. Zur Ab- 25 
dichtung ist an den Mndem des Flansches 74 und/oder 
des Zwischenflansches 76 eine umlaufende Dichtung 77 
angeordnet 

Die ReinigungsOffnimg 73 im Becken 71 ertaubt ein 
einfadies Reinigen des Tanld>odens und das problemlo- 30 . 
se Entf emen von Rfickstflnden oder zerbrochenen Sub- 
straten. 

Bei der in Fig. 16 dargesteDten AusfOhrungsform ist 
eine lonisierungsvorrichtung mit lomsierungsst&ben 91, 
92 an beidenSeiten 46^ 47 der Haube 42 vorgesehen. die 35 
in diesem AusfOhruAgsbeispiei jeweils mit Bef estigungs- 
cmrichtungen 93, 94 im oberen Randbereich der Haube 
42fbdertsind. 

In einem gew3hlten Abstand unteiiialb der lonisie- 
nmgsstabe 91, 92 befindet sich jeweils eine Gegenelek- 40 
trode 95, 96, die beispielsweise geerdet sind oder an 
Masse liegea 

Durch Anlegen einer Hochspannung zwischen dem 
jeweiligen lonisierungsstab 91, 92 und der zugeordneten 
Gegenelektrode 95 bzw. 96 werden lonen erzeugt, die 45 
eine statische Aufladung der Substrate, der Substrattri- 
ger und/oder von BauteOen der Behandlimgsvorrich- 
tung vermeiden. Auf diese Weise wird sichergestefit, 
da6 die mit statischen Aufladungen verbundraen Nach- 
teile. wie Durdischiage oder Oberschiage nicht auftre- 50 
ten und Beschfldigungen der Substrate nicht mdg^ich 
sind. 

Die Er&idtmg wurde anhand bevorzugter Ausfflh- 
rungsbeispiele eriautert Dem Fachmann sind jedoch 
zahlreiche Abwandlungen und Ausgestaltungen m5g- 55 
lich, ohne dafi dadurch der Erfindungsgedanke verlassen 
wird. Beispielsweise ist es m&glich, die Tropfedmtzvor- 
ricbtung in Form einer Abtropfplatte 43 oder eines Kra- 
gens 61 an der Haube 42 je nadi den vorhandenen 
Raumverhfiltnissen weiter oben oder weiter unten an- eo 
zuoTxlnen, od^ das MaS der Schi^e nach den jeweili- 
gen Erfordemissen zu wihlen. Weitertiin ist es beispiels- 
weis mdglich, mehrere lonisierungsst^be 91, 92 und 
mehrere Gegendektrod n 95, 96 vorzusehen und ver- 
teilt liber den Behandlungsraum anzuordnen, um eine 65 
optimale, gieichmfifiige lonisation innerhalb der Haube 
42zuerreichen. 
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Patentanspriidi 

1. Anlage (20) zur diemischen NaBbehandlung von 
Substraten (25) in einem in Behandhmgsfhiid (23) 
entfaaltenden Beh^ter (21), mit einer Aushubvor- 
richtung (1) zum Esn- tmd Ausbringen wenigstens 
eines Substrattrigers (17) und der Substrate (^ 
dadnrdi gekemizeichnet» dafi die Aushubvorridi- 
tung (1) einen ersten Transportschlitten (2) fOr die 
Substrate (25) und einen zweiten Transportschlit- 
ten (3) fOr den SubstrattrSger (1^ aufweist, die Qber 
eine Gelenkverbindung (4) miteinander verbunden 
sind. 

2. Anlage (29) nadi Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zekhnet, daB der erste und der zweite IVanspKirt- 
schlitten (2, 3) auf einer verdkalen Fflhrungsschiene 
(lO)bewegbarist 

3r Anlage (20) nach einem der vorhergehenden An- 
sprQdiei dadurch gekennzeichnet, dafi der erste 
lYansportschlitten (2) mit einer Antriebsvorrich- 
tung verbunden ist 

4. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeidmet, dafi die Gelenk- 
verbindung (4) zwd Scfaenkel (5, 6) aufweist, wobei 
ein erster Scfaenkel (5) mit dem ersten Transport- 
schlitten (2) und em zweiter Schenkel (6) mit dem 
zweiten Transportschlitten (3) gelenkig, und die 
den Transportschlitten (2, 3) abgewandten Enden 
der ersten und zweiten Schenkel (5, 6) miteinander 
{Iber einen Stift (7) drehbar verbunden sind. 
5u Anlage (20) nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi ein vorstehender Bereich des die bei- 
den Schenkel (5, 6) verbindenden Stiftes an einer 
Steuerkurve(ll) abUluft 

6. Anlage (20) nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, ckfi die Steuerloirve (11) einen geraden, 
parallel zur Bewegungsricbtung der Transport- 
schlitten (2. 3) verlaufenden Abschnitt (12) und ei- 
nen sidi an den geraden Abschnitt anschliefienden 
Kurvenabschnitt (13) aufweist 

7. Anlage (20) nach Ansprudi 6, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi der Abstand zwischen dem ersten und 
zweiten Transportsdilitten (2, 3) konstant ist wenn 
der Stift (7) auf dem geraden Abschnitt (12) abiauft 

8. Anlage (20) nach einem der AnsprOche 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi sich der Abstand zwi- 
schen dem ersten und zweiten Transportschlitten 
(2. 3) vergr6fiert wenn der Stift (7) auf dem Kur- 
venabschnitt (13) ablauft 

9. Anlage (20) nach einem der AnsprOche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet dafi die Form des Kur- 
venabsdmitts (13) so gewdhh ist dafi sich der Ab- 
stand zwischen dem ersten und zweiten Transport- 
schlitten (2; 3) stetig vergrdfiert 

10. Anlage (20) nadi einem der AnsprOche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Form des Kur- 
venabschnitts (13) in seinem Endbereich so gewihlt 
ist dafi der zweite Transportschlitten (3) aUmahlich 
zum Stillstand kommt 

11. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeidmet, dafi der erste 
Transport^^tten (2) mit einer messerartigen An- 
hebevorriditung (IQ verbunden ist 

12 Anlage (20) nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeidmet, dafi die messeiBrtige Anhebevorrichtung 
(16) und der Substrattriger (17) mit gieicher Ge- 
schwindig^eit angehoben werden, wenn der Stift* 
(7) auf dem geraden Abschnitt (12) der Steuerkurve 
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(ll)abl&uft 

13. Anlage (20) nadi einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dafi der zwei- 
te Transportschlitten (3) zum Stillstand kommt, 
wenn die Substrate (25) in FOhrungen (39) au&er- 5 
halb des SubstrattrS^ers (17) in Eingriff kommen. 

14. Anlage (20) nacb Anspnu± 13, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die FOhrungen in einer Haube (22) 
obeilialb des BehMters (21) ausgebildet sind. 

15. Anlage (20) nach einem der AnsprOche 1 1 bis 14. to 
dadurch gekennzeidinet, dafi der Aushub der Sub- 
strate (25) nach dem Stillstand des zweiten Trans- 
portschlittens (3) durdi die messerartige Anhebe- 
vorrichtung (16) erfolgt 

1& Anlage (20) nach einem der vorhergehenden 15 
AnsprOche; dadurch gekennzeichnet, dafi die Anla- 
ge (20) zum SpOien und/oder Trocknen von Sub- 
straten (25) vorgesehen ist 
17. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurdi gekennzek±net| dafi die Sub- 20 
strate und/oder der SubstrattrSger wflhrend des 
lYocknungsvorgangs mit einem Gas, insbesondere 
einem Gasgemisch aus Isopropylalkohol und Stidc- 
stoff, beau^chlagt sind bzw. ist 
1& Anlage (20) nach einem der vorhergehenden 25 
AnsprOche, dadurch gekennzeidmet, dafi ein lOs- 
und arretierbarer Klinkmedianismus vorgesehen 
ist, der den ersten und zweiten Transport^hlitten 
(2, 3) Starr miteinander verbindet 

19. Anlage (20) nach Anspruch 18, dadurdigekenn- 30 
zeichnet, dafi ein Zylmder vorgesehen ist, der den 
Klinkmechanismus ent- und/oder verriegelt 

20. Anlage nadi einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, dafi eine Haube 
(42) Ober dem Becken (48) vorgesehen ist, und dafi 35 
die Haube (42) eine Tropfechutzvorrichtung (43, 61) 
aufweist 

21. Anlage nach Ansprudi 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Tropfscfautzvonichtung eine Ab- 
tropfip)latte(43) ist(Fig. 11). 40 
2Z Anlage nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Abtropf platte (43) auf der Ober- 
seite der Haube (42) angeordnet ist (Fig. 1 IX 

23. Anlage nach Anspruch 20^ dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die IVopfschutzvorrichtung (43, 61) 45 
als Kragen (61) urn die Haube (42) herum angeord- 
net ist (Fig. 12). 

24. Andage nach einem der AnsprOche 20 bis 23^ 
dadurdi gekennzeichnet, dafi die Abtrop^latte (43) 
bzw. der Kragen (61) Ober die Haube (42) hinweg 50 
vorsteht 

25. Anlage nach einem der AnsprOche 20 bis 24, 
dadurch gekennzekhnet, dafi die Abtropf platte (43) 
bzw. der Kragen (61) zu derjenigen Seite (45) der 
Haube (42) schrSg nach unten weist, in die die Hal^ 55 
be (42) bei OHnen des Beckens (48) verschoben 
wird. 

2^ Anlage nach einem der AnsprOche 20 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, dafi Ober dem Rand (50) 
des Beckens (58), Ober die die Haube (42) nicht go 
verschoben wird, eine Bedcenrand-Abtropf schrSge 
(49) vorgesehen ist 

27. Ank^e nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, dafi das Becken 
(71) dne ReinigungsOHnung (73) aufweist (Fig. 13 gs 
undl4X 

28. Anlag nach Anspruch 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die R inigungsOffhung (73) mit we- 



nigstens einem Flan^ (74^ 76) abgesdilossen ist 

29. Anlage nadi Anspruch 27 oder 28, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Remigungs5^ung (73) an 
dner Sdte (72) des Beckens (71) am oder nahe dem 
Bodenbeckenvorges hen ist 

30. Anlage nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichn t, dafi eine lonisa- 
tionsvorrichtung vorgesehen ist 

31. Anlage nadi Ansprudi 30, dadurch gekenn- 
zeidmet, dafi die lonisationsvorrichtung in einer 
Haube (42) Ober dem Becken (48) vorgesehen ist 
3Z Anlage nach Ansprudi 30 oder 31, dadurch ge- 
kennzeidmet, dafi die lonisationsvorrichtung in ei- 
nem Dampfbereicht vorgesehen ist, in dem das aus 
dem Beh^ter herausgefahrene Substrat einem Gas, 
vorzugsweise Stidcstoff und/oder Isopropylalkohol 
ausgesetzt ist 

33. Anlage nach einem der AnsprOche 30 bis 32, 
dadurch gekeimzeidmet, dafi die lonisierungsvor- 
richtung wenigstens einen lonisierungsstab (91, 92) 
an wenigstens einer Innenwand (46, 47) der Haube 
(42) aufweist 

34. Anlage nach emem der AnsprOdie 30 bis 33, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die lonisierungsvor- 
richtung wenigstens erne Gegendektrode (55, 56) 
aufweist 

35. Anlage nach Anspruch 34, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Gegendektrode (95, 96) an Masse 
Kegt 

36l Anlage nach einem der AnsprOche 30 bis 35, 
dadurch gekennzddmet, dafi die lonisierungsvor- 
richtung mit einer Hochspannung von 5 bis 25 kV 
und vorzugsweise von 10 bis 15 kV beaufschlagt ist 
37. Anlage nach einem der AnsprOdie 30 bis 35, 
dadurch gekennzeidmet, dafi die Hochspannung 
gepulst ist und die Pulse eine Impulsdauer von 1 bis 
100 ms und vorzugsweise von 10 bis 40 ms aufweist 
3& Anlage nach Ansprudi 36 oder 37, dadurch ge- 
kennzekrhnet, dafi das Tastverfailtnis der Hodi- 
spannungsimpulse in einem Bereich von 1 : 8 bis 
1:12 Hegt und vorzugsweise ein Tastverhkltnis von 
etwa 1 : 10 aufweist 

39. Anlage nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, dafi wenigstens 
eine Mefisonde zur Oberwachung der Gaskonzen- 
tration, der Gasgemisch-Anteile und/oder des Gas- 
bzw. Gasgemisdigehalts nn Dampfberekh vorge- 
sehen ist 

40. Anlage nach Anspruch 39, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die von der Mefisonde ermittelten 
Mefiwerte zur Steuerung bzw. Regelung der Gas- 
konzentration, der Gasgemiscb-Anteile und/oder 
des Gas- bzw. Gasgemi^gehalts im Dampfbe- 
reich herangezogen werden. 

41. Anlage nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeidmet, dafi in einer Lei- 
tung, Ober die Behandlungsfhiid abfliefit, ein 
Flowmeter zur Ermittlung der Durchflufimenge 
des Behandlungsfluids vorgesehen ist 

4Z Anlage nach Anspruch 41, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die vom Fbwmeter ermittelten Mefi- 
werte zur Steuerung bzw. Regelung der dn- und/ 
Oder ausstrOmenden Fluidmenge herangezogen 
werden. 

43. Anlag nach Anspruch 41 oder 42, dadurdi ge- 
kennzeidmet, dafi die St uerung bzw. Regelung 
der inund/oder ausstrdmenden Fluidmenge mit- 
tels eines Ventils, insbesondere eines mit einem 
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Motor getriebenen VentOs erfolgt 

44. Anlage nach einem der vorher:gehenden An- 
sprflche, dadurdi gekenozetdmet, daB das aus dem 
Behdher ausstr5mende Ruid in einer Wiederaiifbe- 
reinigungsanlagewiederaufbereltetwinL 5 

45. Anlage nach Anspruch 44, dadurch gekenn- 
zetdinet, daB das wiederaufbereitete Fluid im Be- 
haiter wiedervcrwwidct wird. 

4€l Anlage nach Anspruch 44 oder 45, dadurdi ge- 
kennzeichnet, daB das wiederaufbereitete Fluid we- 10 
nigstens teilweise der Brauchwasserableitung zu- 
gefdhrtwird. 

47, Trodmungsverfahren unter Verwendung emer 
AushubvorrichtuQg (1) zum Bin- und Ausbringen 
wenigstens eines SubstirattrSgers (17) und von Sub- 15 
straten {25), wobei die Aushubvorrichtung (1) einen 
ersten Transportschiitten (2) fOr die Substrate (25) 
und einen zweiten Transportschiitten (3) fOr den 
Substrattrflger (17) aufweist, gekennzeichnet durch 
folgende Verfahrensschritte: 20 

— Ausheben der Substrate (5) aus einem SpOl- 
fluid (23) und Belassen des Substrattrdgers (17) 
imBehalter(21); 

— Absenken des Spfllfluids (23) unter den Sub- 
strattrfiger (17); und 25 

— Absenken der Substrate (25) in den Sub- 
strattriger (17) nach dem Trocknungsvorgang. 
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